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Dalyko anotacija

Ivadas. Fotonikos raida, fotoniniy prietaisy plétra i$ infraraudonosios ] matomg ir ultravioleting
spektro sritis. Fotony generavimo, jy srauty perdavimo ir valdymo principai. Reikalavimai
medZiagoms, naudojamoms UV fotoniniuose prietaisuose.

I1-VI puslaidininkiai. Struktiira. Dvinariai ir trinariai junginiai, draustinio tarpo inzinerijos
galimybeés. Elektrinés ir optinés savybés. Monokristaly, epitaksiniy sluoksniy ir polikristaliniy
sluoksniy gamybos technologijos. Legiravimo metodai ir problemos. Heterodariniai,
interdifuzijos problemos. Zaliojoje ir mélynojoje spektro srityse emituojanéiy $viestuky
gamybos galimybés ir problemos. Puslaidininkiniai lazeriai ZnSe heterodariniy pagrindu.
Fotovarziniai ir fotodiodiniai §viesos jutikliai. Sios medziagy klasés panaudojimo praktikoje
ribotumai ir galimybés jy iSvengti.

Cinko oksidas. Kristaliné ir energiné struktiira. Gamybos technologijos. ZnO — ,,eksitoniné*
medZiaga kambario temperatiiroje. Legiravimas ir kontaktai. Sviestuky gamybos perspektyvos.
Nanokristalai, nanoadatos, nanojuostelés ir kiti ZnO nanodariniai.

Galio nitridas ir jam giminingi placiatarpiai junginiai. GaN, AIN, InGaN ir AlGaN
kristaliné ir energetin¢ struktiira. Gamybos technologijos; MOCVD ir MBE technologijy
pranaSumai ir trikumai. Padékly epitaksiniams sluoksniams problema, gardelés ir Siluminés
plétros suderinamumai. Dislokacijos heteroepitaksiniuose sluoksniuose. GaN ir AIN
monokristaly auginimo technologijos ir problemos. Nitridiniy puslaidininkiy elektrinés ir
optinés savybés. Pjezoelektrinés savybés, elektriniai laukai heterodariniuose, pjezoelektrinis
legiravimas. Poliniai ir nepoliniai padéklai. Spindulinés rekombinacijos mechanizmai.
Emituojamos $viesos poliarizacija.

AlGaN su dideliu Al kiekiu auginimo problemos. Legiravimas, uZterStumas deguonimi,
struktiiriniai defektai. Heterodariniai ir jy panaudojimas UV Sviestuky gamyboje. Saulés Sviesai
nejautris jutikliai AlGaN pagrindu.

AllnGaN, gardelés konstantos ir draustinio tarpo inZinerija. Auginimo ypatumai. Pritaikymo
praktikoje galimybeés.

Kreivatarpés medziagos. Silicio karbidas, jo politipai. Elektroliuminescencijos SiC raida ir
pritaikymo praktikoje galimybés. Deimantas. Monokristalinio ir polikristalinio deimanto
gamybos technologijos. Deimanto taikymai technikoje ir galimybés pritaikyti fotonikoje.
Medziagos pasyviems optiniams elementams UV srityje. Kvarcas, lydytas kvarcas. Kalcio,
magnio ir bario fluoridai.
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